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図 4 STMトンネル接合部バンド図と測定例(a)暗状態(b)~(d)パルス照射後 
 
 

















図 6に示す。図中で光強度（CW換算）は P=4mWを１とした。(試料バイアス+ 1.0 V、セ



















と 2. SPV の飽和が考えられる。そのうち SPV の飽和は比較的弱い強度で起こるのに対し
て、バンドフィリングによって引き起こされる光吸収飽和には強い光励起が必要と考えら
れる。このことは速い成分が励起光強度 2mW以上でしか観測されなかった実験結果とよく

















































































毎に照射され、励起強度が最大 P=1のとき光生成キャリア密度を 2x1014/cm3とした。 


























図 11(a)は金属ナノ粒子を蒸着した GaAs 表面の STM 形状像である。基板にはドープ量
1x1017/cm3の n型 GaAsを用い、超高真空中で劈開して得た GaAs(110)面に CoをMBE法
で蒸着した。明るくみえている突起物が吸着 Co粒子であり周囲の縦縞は GaAsの原子列で
ある。図 11(a)青丸で示した Co 粒子上と、赤丸で示した GaAs 表面上で測定したとき間分
解スペクトルをそれぞれ図 11(c)Co、(d)GaAsに示す。それぞれを指数関数でフィッティン
グすると GaAs 上では表面キャリアに由来する長い減衰が観測されその時定数は 220ns と
なったが、Co 上では早い成分が現れ２成分でフィッティングするとそれぞれ 290ns,3.1ns
であった。早い成分の時定数を正確に見積るために遅延時間を細かく振って測定した結果


















































最後に、時間分解 STM の Co、Fe のナノ粒子でのキ
ャリア時定数の面積依存性、Mn、Feの一原子上での
時間分解 STM測定の結果を図 15、16 に示す。図 15
の結果では一つの金属に注目すると面積の増加と共
に捕獲時間が減少しているのがわかり Co、Fe両金属
(a)           (b) 
 
図 12 探針/トンネル接合/Co/n 型 GaAs 基板の光照射時のバン
ド図。 (a) Iset<I0の場合（電子のトンネル律速）。 (b) I0<Iset の
場合（ホールの捕獲律速）。 
 












らず捕獲時間が Mn で 1.6ns に対して
Fe は 14.3ns と大きく異なる。これは





























(a)        (b) 
 
(c)            (d)   
 

















となり時間分解 STMの 半導体材料における有用性を示せた。 
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